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GERMANIUM - p-n-p -~ NF-LEISTUNGSTRANGISTOR

Abmessungen in mm:

Geh&use: Metall
Glimmerscheibe

Der Kollektor ist mit 0,07510.025mm

dem GehHuse verbunden,
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Wirmewiderstand: I r:
K < 4 grd /W max.0,1—
35
Absolute Grenzwerte:
_UCB = maXe, 32V _IC = maX, 1,0 A 2) 'OJ = I'aXe 90 OC
-Upg = maxe. 16 V 1) -ip y = maxe 3,0 A Jg = min, =55 °c
~Upp = max, 10V -1y = max, 0,2 A %) 3, =maxi 75 °C
Pr = max. 13 W Ig = max, 1,2 A 2)

1) max. 32 V bei +Ugp 2 2 V

2) tay = Max 50 ms
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Kennwerte: (¥, = 25 °C, sofern nicht anders angegeben)
Kol lektior~Reststrom bei -Usg = 0,5 V: “Icp o 3 25 bA
bei -Usg = 10 V, 35 = 90 °C: -Igp o & 3 mA
Koileltorstrom bei ~Usp = 32 V, +Ugp = 1 V: I P 1 mA
Emitter-Reststrom bei -Upg = 10 V3 -Igg o < 1 mA
Kollektorspannung bei ~Is = 0,5 A, +Upp = 2 V: -Ucr 2 32 A
Kollehtior—-Restspannung bei -In =1 A 1); -UcE o < 0,4 v
Basisstrom und Basisspannung
be i UCB = 0, IE = 0,1 A —IB : 100.4 mA
—UBE = 0,4‘ V
be i UCB = 0, IE = 1 A: —IB = 9..033 mA
-Ugg = 0,3...0,7 V
bei UCB = 0‘, IE 3 A: —IB —-<- 35.00160 mA
~Ugg = 1,1 \'s
bei -Ucg = 10 V, Ip = 10 mA; g S 0,5 mA
Grenzfrequenz bei ~Usp = 2 V, Ip = 0,1 A: fg 2 10 kHz
Verh8ltnis der Wechselstromverstidrkung
bei ~I- = 1 A zur max., Wechselstromver- vy >
stirkung, gemessen bei Uy, = 14 V und . 0,55 (< 0,45)
Ry = 12 Q: 1 max

Transistorpaar:

Das Verhdltnis der Gleichstromverstﬁrkpngen beider Transistoren zueinander
bei Ugp =0, Ip=100mA und Ugg =0, Ig=1A4 ist & 1,25,

1) fiir die Kennlinie, die bei gleichem Basisstrom durch den Kennlinienpunkt
—IC = 1,1 Ag —UCE =1V gEht
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